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Simulatoarele metrologice de impedantd (SIM) 1n coordonate Carteziene prezinta circuite,
care asigura reproducerea impedantelor de referintd cu caracter diferit, utilizate la masurarea
impedantelor [1]. Impedanta reprodusd de SIM se exprima in coordonate Carteziene cu asigurarea
reglarii independente a componentelor activa si reactiva.

Problema propusa spre solutionare este determinarea coeficientului de transfer din punctul A
in punctul B al grafului orientat al circuitului SIM (Fig 1, a) cu precizarea ca semnalul nodal A este
curentul /;, iar semnalul nodal B - tensiunea U,. Pentru determinarea factorului de transfer intre
punctele A si B, care corespund polilor de intrare ai SIM, s-au realizat transformari in grafurile
tuturor blocurilor din componenta SIM conform regulilor de transformare [2] si s-a redus intregul
graf la o sigura ramura (Fig 1, b). Intrucit marimea initiala 1n punctul A este curentul, iar marimea
finalda in B — tensiunea, coeficientul de transfer al acestei ramure prezintd impedanta virtuald
reprodusd de SIM la polii de intrare (Fig 1, b). Rezultatele obtinute la analiza topologica a SIM sunt
in conformitate cu cele obtinute la analiza teoretica [1], precum si cu cele obtinute prin simularea la
calculator. Aplicarea modelarii topologice la proiectarea circuitelor SIM permite de a efectua
optimizarea structurii acestora, precum i analiza caracteristicilor de utilizare.

Fig.1 — Graful orientat initial (a) si final (b) al SIM
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